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PATENTE DE INVENCION 

por 20 años

para "Perfeccionamientos en los analizadores electrón icos 

emisores de te le v is ió n "-------------------------------------------------------

a favor de: COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET

MATERIEL D*USINES A GAZ, de nacionalidad y residencia fran­

cesas; D* Viadislas ZSITLINE, de nacionalidad rusa y res i­

dencia francesa; D. Apollinaire ZEITLIBE, de nacionalidad 

rusa y residencia francesa* y D. Vladimir KLIATCHKQ, de nació- 
nalidad rusa y residenoia francesa.

ESPECIAL MOVIII

5  CENTIMOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha propuesto ya hace tiempo acumular en los aparatos 
emisores de te lev isión  e l efeote fo to e lé c tr ico  producido por 

cada punto de la imagen durante toda la  duraoión de una ex­

ploración de imagen en lugar de lim itar este efecto fo toe lé c ­

tr ico  a la duraoión del an á lis is , siempre muy corto, de ca­
da punto de imagen.

La mayor parte de los procedimientos propuestos oonsis-
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ten en acumular en un condensador la  cantidad de e le c t r ic i ­

dad deseada durante 1/25 de segundo para e l  alumbrado del 

elemento de imagen considerado, en descargar bruscamente 

por una conexión móvil, mecánica o e lectrón ica  dicho condensa- 

dor, y en in fluen ciar un am plificador por medio de la  impul­

sión brusca de ta l modo originada*

En particu lar ya se ha realizado una superficie  fo to e lé c - 

tr ica  situada en un tubo catódico en e l cual e l rayo móvil 

pueda barrer dicha placa foimada de elementos fin os, aislados 
unos de otros* Estos elementos presentan una cierta capacidad 

con relación a un electrodo próximo» y las  variaciones de po­

tencial dadas por e l a flu jo  rápido de los  electrones del haz 
sobre cada elemento provocan una serie de corrientes de des­

plazamiento proporcionales a l alumbrado de cada elemento, lo s  
ouales se pueden amplificar*

Este método presenta e l inconveniente de chocar e l rayo 

catódico directamente con la  superficie  fotosensib le , y ex i­

ge correcciones para establecer la  proporcionalidad geométri­

ca. Además, exige una estructura granular aislante de la  ca­
pa fotoe léctrica *

La presente invención se re fiere  a unos perfeccionamien­
tos que evitan parcial o totalmente lo s  expresados inconvenien­
tes .

19. El empleo de un cátodo fo toe lé ctr ico  granular trans­

parente peimite u t iliz a r  un barrido catódico cuyo eje es per­

pendicular al plano de la superficie  fo to e lé ctr ica .
22* El empleo de una oapa fotosensible continua, de la
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cual se proyecta la  imagen electrón ica  sobre una placa a is ­

lante que se puede descargar punto por punto por un haz ca­

tód ico , provoca una emisión potente de electrones secundaria.

3®. El empleo de un sistema de capas fotosensibles o que 

posean una fuerte reemisión secundaria para transmitir la  

imagen óptica y electrón ica de una primera capa a la  segunda, 

y así sucesivamente. Esto da lugar a un relieve reforzado de 

las cargas e léctrica s  sobre la  última capa que es explorada 

por un rayo catódico de una manera conocida.

42. El empleo de una reacción óptica y electrón ica entre 

las capas fotosensibles o que posean una fuerte emisión se­
cundaria.

La figura 1 de los  dibujos adjuntos demuestra e l detalle 

del primer perfeccionamiento, que comprende como polo del 

condensador de carga ya sea una r e j i l la  m etálica, ya sea una 

solución transparente conductora 3. Se proyecta la  escena 

que se ha de transmitir por e l lente L sobre la  superficie  

fotosensible transparente P, y los  electrones emitidos son 

atraídos hacia un ánodo positivo  oircu lar o de te la  metálica A p.. 

El rayo catódico E analiza la  superficie  P, por estar e l 

oonjunto montado en el in terio r  del tubo catódico T. Se po­

dría también separar este sistema en dos partes, con la  se­

paración delgada y muy próxima a la  superficie P. Es sabido 

que se obtiene todavía a través del metal un haz notable (rayo 
de Leonard), y la  d iv isión  en dos partes separadas permite la  

introducción eventual de gases en la  cámara fo to e lé c tr ica .
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Un perfeccionamiento de este sistema consiste aún en e l  empleo 

de una tercera capa F que posee una fuerte emisión seoundaria, 

por ejemplo de materia fluorescente que acumule las cargas 

fo to e lé ctr ica s . En este caso e l rayo catódico B explora d i-  

65 cha oapa y la  descarga punto por punto. Para aumentar e l

e fecto  débil de la luz se puede u t i l iz a r  una diferencia auxi­

l ia r  de potencial entre la capa fo toe lé ctr ica  P y la  de flu o ­

rescencia F. Esta tensión auxiliar aumenta la energía de la  

luz, lo  cual permite disminuir e l número de las etapas de am- 

70 p llfio a c ió n .
La figura 2 representa e l  segundo perfeccionamiento del 

d isp ositivo . La imagen es proyectada sobre la placa fo toe lé c ­

tr ica  P y, por medio de un campo electroóptioo 0 (ya sea mag­

n ético , ya sea e lectrostá tico ) y de un ánodo o r e j i l la  fina Ap 

75 se produce sobre la superficie  aislante J la imagen e lectró ­

nica de la  proyección luminosa efectuada sobre P, es decir
pque en cada punto je se produce una carga negativa proporoio- 

nal a l alumbrado en e l punto correspondiente e¡ de la capa 

emisora P. La superficie 3 está reoubierta oon una substan- 

80 cia  no conductora F, pero susceptible de em itir electrones
secundarios bajo e l e fecto  de un potente rayo catódico o bien 

electrones fo to e lé ctr ico s . Se pueden emplear en particular 

las sales fluorescentes. Un haz catódico móvil B barre esta 

su perficie , y a consecuencia de la emisión seoundaria recog i- 

85 da por e l próximo electrodo positive  0 oada punto choca con 

la  superficie aislante, tendiendo a tomar una carga positiva . 

Esta carga neutraliza la carga negativa mayor o menor acumu­

lada por la  proyección electrónica de P. Una placa metálica

-  4 -



muy próxima M recoge una tensión proporcional a estas varia- 

90 ciones de carga y la  envían a una impedancia Rg con e l fin  de 
am plificarla ulteriormente.

Es posible una realización  más sen cilla  enpleando una 

placa delgada de una materia semiconductora S que soporte en 

una cara la  substancia flu.oresoente P; por e l otro lado y 

95 a corta distancia, la  placa transparente fotosensible P r e c i­

be la  imagen que se ha de transmitir (figura 3)* Las cargas 

negativas emitidas por e l cátodo P, bajo e l  efecto de la  luz, 

se acumulan en cada punto de la  placa S que actúa prácticamen­

te como conductor en e l sentido de su espesor y como aislante 

loo  ©n sentido perpendicular. La neutralización de estas cargas 

se efectúa sucesivamente por las emisiones secundarias provo­

cadas por e l rayo catódico E que viene a chocar con la  super­

f i c i e  P* La corriente sale por e l ánodo positivo A. La ima­

gen catódica proyectada sobre la  superficie  S es mejorada de 

105 I®- manera clásica  por lo s  campos magnótloos y e lé ctr ico s ; es­

ta imagen es muy precisa, dada la  proximidad de las placas p 

y S. Un perfeccionamiento consiste en ap licar directamente 

la  capa fotosensible continua y transparente sobre la  superfi­
cie  P. La realización  fin a l es pues sim plificada, ya que la  

110 placa semiconductora S lleva  por un lado la  capa fotosensible 
y por el otro la  capa fluorescente.

Se podría en caso necesario reemplazar esta última capa 

por una capa fotosensib le , pero de granulos aislados, y u t i ­

l iz a r  un rayo luminoso en lugar de un rayo catódico. En to - 
115 dos estos montajes resulta ventajoso u t i liz a r  un campo magné-



tico  H perpendicular a la su perficie  semiconductora, lo  cual 

*  mantiene paralelos entre s í  los  f i le t e s  de corriente y con­

tribuye a la buena defin ición  de la imagen catódica sobre la 

cara fluorescente.
120 Las impulsiones de descarga pueden ser recogidas pues

en el c ircu ito  de ánodo Ap o en un electrodo suplementario 

próximo.
Puede obtenerse un aumento de la  sensibilidad de estos 

d ispositivos por los medios siguientes, indicados a t ítu lo  4® 

125 ejemplo en la  figura 4.
Una imagen óptica es formada por el lente L sobre una 

placa fotosensible P. Los eleotrones fo toe léctricos  son ace­

lerados por la  a lta  tensión del primer ánodo Al, de tela me­

tá lica  empalmada a la batería Bl. En e l in terior  del ánodo 

ISO hueco primario Al hay situada una capa fluorescente El o de

una materia que aotáe por la radiación luminosa o por la  emi­

sión secundarla de los  eleotrones sobre la  segunda capa S que 

posee una fuerte reemlsión electrón ica .
El campo magnético ío  e lectrostá tico  H) proporciona una 

135 imagen electrónica de la  capa P sobre la  capa fluorescente El 

de la  cual la  reemisión secundaria de la  capa £> es definida 

por los contornos de la  imagen óptica . Esta Imagen e lectró ­

nica es proyeotada otra vez sobre e l segundo sistema de las 

oapas E2 S y E3. La primera capa fluorescente El aotóa por in - 

140 termediación de la  capa semiconductora S sobre la  segunda

capa fluorescente E2 hecha positiva por la  carga de la  luz BL 

que explora esta su perficie , por ejemplo por medio de un d is -

i -vl\
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co de Nlpkow U situado en la trayectoria de un potente rayo

de luz producido por e l  foco Lu y por e l condensador óptico Ig .

El tercer ánodo A3 capta la s  descargas e lé ctr ica s  l ib e ­

radas por o l rayo de an á lisis  R1 ; estas descargas provocan 

una caída de tensión en la  iinpedancia Bg. El am plificador 

de impulsiones de Imagen Ata está empalmado por e l  par de ca­
pacidad Gg a esta resisten cia .

Otra variante y un perfeccionamiento del mismo procedi­

miento consiste en e l empleo de un rayo catódico que barra
t

una imagen electrónica ta l como se representa en la figura 5 .

La imagen óptica es proyectada por e l lente L sobre la 

capa fo toe lé ctr ica  P que emite lo s  electrones fo to e lé c tr ico s . 
Estos electrones son acelerados por una alta  tensión de la 

pantalla fluorescente El, y la  excitan* Esta primera pantalla 

fluorescente El da una reemisión secundaria más potente que 

la  de la  capa fotosen sib le . La segunda pantalla fluorescente 

E2 reaoelera esta segunda potente emisión electrón ica , que 

excita  por segunda vez una emisión secundaria de dicha pan­

ta lla  E2. Es evidente que se puede disponer un número conve­

niente de pantallas fluorescentes El a E5. Si se u t iliz a  un 

campo e lectroóp tico , por ejemplo e l de una bobina exterior H, 

se pueden hacer paralelos lo s  rayos secundarios para d e fin ir  

mejor la  forma exacta de la imagen electrón ica  sobre la ú l­

tima capa fluorescente E5 con relación a la  de la  imagen óp­
tica  transmitida.

Este procedimiento permite obtener una reducción sensi­
ble de las etapas de am plificación, o aumentar la  se n s ib ili­
dad media del dispositivo#

i



Se puede también disponer una reacción óptica y e leo - 

trónica entre las pantallas fluorescentes, para aumentar con 

e l lo  la  emisión secundaria.

Es posible que se produzca una superreaecidn que d estr i- 
175 buya lo s  contornos exactos de la imagen electrón ica , y por es­

to es ventajoso desplazar la  sensibilidad máxima espectral en­
tre ta les pantallas. Además se puede in terca lar entre estas 

pantallas una capa opaca que reduzca o amortigüe la  superreac- 
ción .

180 Con e l  mismo fin  es necesario graduar la  alta  tensión en­

tre cada pantalla fluorescente de manera que la  superreaecidn 
no pueda producirse.

Existe todavía otro medio de reacción que consiste en mo­
dular la  intensidad del rayo catódico por una r e j i l la  C en de- 

185 pendencia de la  intensidad de un punto explorado, lo  cual da

una descarga o una carga reforzada de estos elementos de imagen.

El electrodo Ap puede servir para la salida de una fuerte

emisión secundaria que provenga de la pantalla F5 , empalmada
1

por una reacción e lectroóptica  y e lectrostá tica  a la  pantalla 
190 F4, la  cual a su vez lo  está al amplificador Am.

La bobina magnética H puede serv ir  de la  manera clá sica  

para la  transmisión simultánea de las  imágenes electrónicas 
entre las pantallas fluorescentes H  a 15.

N O T A

Por la  patente de invención a que se re fiere  la  presente 
195 memoria descriptiva se REIVINDICA;

-  8 -
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1 .  -  La propiedad y la  explotación exclusiva de p erfeccio ­

namientos en los  analizadores electrón icos emisores de te le v i­

sión» que consisten esencialmente en aumentar la  sensibilidad 

de su pantalla fo toe lé ctr ica  mediante:

200 a) un transporte electrón ico de las cargas fo to e lé c tr i­

cas sobre una segunda pantalla de a lta  tensión con relación  

a la  pantalla fotosensible cue posea una fuerte «misión secun­

daria, lo  cual da un relieve reforzado de las eargas fo toe lé c ­

tr ica s  destruidas de nuevo por un rayo de una naturaleza oual-

205 quiera que pueda explorar sucesivamente o no lo s  diferentes 
puntos de dicha segunda pantalla;

b) una am plificación múltiple del efecto fo toe léctr ico  
obtenido según a );

c ) una reacción óptica , electrónica o de c ircu ito  e lé c -
210 tr ico  entre la  pantalla fotosensible y la  pantalla de fuerte

reemisión secundaria de cualquier naturaleza,

2 , -  La propiedad y la  explotación exclusiva de p erfeccio ­

namientos en los  analizadores electrón icos ta les como lo s  que 

se han especificado en la reivindicación  1 , que consisten esen-

215 cialmente en producir la  reemisión utilizando individualmente, 
en combinación o conjuntamente;

a) campos electroóptioos para la  reproducción de una 
imagen electrónica de la  pantalla fotosensible sobre la  panta­
l la  de refuerzo o de reacción;

220 b) una reproducción m últiple, óptica o electroóptica
de una imagen electrón ica  de una pantalla sobre otra;

c) e l  transporte directo de una imagen electrónica de



Xa pantalla fotosensible a la  pantalla próxima de refuerzo

o de reacción, puliendo ser esta reacción óptica o e leotrón i- 
225 oa;

d) la  reacción favorable óptica o electrón ica  produci­

da o regulada por lo s  medios siguientes diversamente continua­

dos: ya sea por e l  desplazamiento de la  sensibilidad máxima

espectral, a un grado deseado, de una pantalla con relación 

230 a la  de la  otra pantalla; ya sea por la  protección to ta l o

parcial de la  pantalla fotosensible contra las  radiaciones de 

la  segunda pantalla, por medio de una oapa aislante o semicon­

ductora opaca intercalada entre la s  dos pantallas; ya sea por 

la  regulación adecuada de la  a lta  tensión entre las  dos panta- 

235 l ia s ;  ya sea en fin  por la  modulación del rayo de exploración 
por medio de un c ircu ito  de reacción*

3*- La propiedad y la  explotación exclusiva del objeto 

de la  patente, sean cuales fueren la s  circunstancias que con­

curran con su esencialidad definida en las  anteriores re i  vi.n- 
240 dicaoiones, cual objeto es:

"Perfeccionamientos en lo s  analizadores electrón icos 
emisores de te lev is ión ”

Consta la  pre-
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sentó memoria de once hojas foliadas, escritas por sola 
^ cara.

Barcelona, 28 de Mayo de 1936.

P. p. des CQMPAGBIE POUB LA PABHIOATIQH BES CGMPTEUI® 

ET MATERIAL B'USilOS A SAZ, D. Yladislas ZEITLISE, 

B. Apollinaire ZEEPLIIE y B. Via dimi r KLIATCHKO,

t
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